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Tranzystor mocy

KD 501, KD 502, KD 503
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Parametry dopuszczalne
Parametr Opis Warunki pracy | Wartos¢ | Jednostka
Prot Moc strat 150 W
Ic Prad kolektora 20 A
Is Prad bazy 7 A
KD 501 40 \%
Uceo Napiecie kolektor - emiter KD 502 60 \Y;
KD 503 80 Vv
Ucgo Napicie kolektor - baza eE0 2 \%
Uego Napiccie emiter - baza cEO0 5 \%
T Temperatura ztza 155 °C
Parametry charakterystyczne
Parametr Opis Warunki pracy | Wartosc¢ | Jednostka
h Wspot ik . lc=2 A, Uce=4V 40 A/A
UcE sat Napkcie nasycenia kolektor - emiter | 310 A, k=1A 0,75 Vv
UgE sat Napkcie nasycenia baza - emiter =10 A, k=1A 1,7 \
lces Prad zwarciowy kolektor - emiter &E=60V 0,5 mA
lceo Prad zerowy kolektor - emiter sF7A, Uceg=60V 60 mA
Rinj-c Rezystancja termicznaazize-obudowa 2 ‘C/IwW

Parametry okrdane w temperaturze otoczenia 25 °C

TBWB — Badanie tranzystora bipolarnego w ukfadzie WB
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